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我々は Naフラックス法を用いて複数の微小 GaN種結晶（Point seed:PS）を Sapphire上に配列

したMulti-point seed（MPS）基板上に結合成長させることによって低転位なGaN結晶（転位密度: 

103～105 /cm2）の作製に成功している[1]。更なる低転位化を実現するためには、PS径を小さくす

ることが有用である一方で、成長が起こりにくくなる

という問題点がある。これまでに、初期窒素加圧温度

を高温にし、従来の低い成長温度に順次に切り替える

新たな成長温度プログラムを導入することにより成長

速度を向上させることに成功した[2]。本研究では当

該の温度プログラムが PS径の小さい MPS基板上の

核発生促進に有用かを検証した。 

Figure 1 に示す温度プログラム、初期高温状態

(900℃)で Ga-Na 溶液に窒素を溶解させ、870℃に降

温した後 PS径 250(従来), 50 µmのMPS基板(Fig.2)溶

液中に浸し、3h育成を行った。この条件によりPS径

250umと同様に 50umも成長した。従来の 870℃一定

の温度条件では PS径 50umが核発生しなかった。育

成開始前の温度を 900℃にすることで窒素溶解量が

促進され、870℃に降温したのち窒素溶解量の脱離

が遅いことから、窒素が溶液中に残り高過飽和溶液

が実現したと考えられる[3]。PSから{101
_

1}面の成長が支配的であり、小さい PS径では c面縮小

が早期に起こり、成長初期段階から種から伝播する転位を低減できると期待される[4]。 
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Fig 1. Growth temperature sequence used in 
this report 

Fig 2. SEM Images of various diameter (250,  
50 µm) point seed GaN and grown crystals 
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